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Rozwdj wspolcezesnej elektroniki wymaga
uzycia nowych materialéw pdlprzewodniko-
wych, pozwalajacych na usprawnienic oraz przy-
spieszenie ich dzialania. Jednym z takich mate-
rialow jest np. weglik krzemu, ktérego wlasci-
wosci fizyczne jak: wigksza przerwa energetycz-
na w paSmie zabronionym, zdolno$¢ do pracy
w temperaturach rzedu 600°C (w pordéwnaniu
z 250°C dla innych materialéow poélprzewodni-
kowych), odpornosé na przebicie [1]|, duza dro-
ga swobodna dyfuzji nosnikéw [2] oraz wyz-
szy wspolezynnik przewodnosci cieplnej sprawi-
ly, ze znalazl on zastosowanie w technice poél-
przewodnikowej do produkcji ukiadow elektro-
nicznych, jako alternatywa dla ukladéw opar-
tych na monokrysztalach krzemu. Jednym z pro-
bleméw technologicznych, zwigzanych z SiC jest
konieczno$é domieszkowania poprzez implanta-
cj¢ jonowa, co powoduje powstawanie defektow
w materiale, ktérych identyfikacja (niedestruk-
tywna) jest trudna [3].

Dazenie do zwigkszenia szybkoSci pracy
urzgdzen elektronicznych moze by¢ osiagnie-
te przez zastosowanie materialéw izolacyjnych,
mozliwie na bazie krzemu, o niskiej stalej die-
lektrycznej i duzej odpornosci na przebicie. Jed-
na z klas materialéw ostatnio intensywnie ba-
danych sg krzemoorganiczne materialy porowa-
te, jak SiOCH. Strukturalnie przypominaja one
np. pianki poliuretanowe, peczniejace w trakcie
polimeryzacji. Po utwardzeniu materialy te sa
wygrzewane dwustopniowo (250°C plus 400°C),
dla zeszklenia materiatu dielektrycznego i usu-
nigcia kompozytu uzytego do pecznienia [4). Nie-
stety, ich odpornos$é na przebicie zmniejsza si¢
w miar¢ starzenia, co stanowi istotny problem
technologiczny. Pozostaje otwartym zagadnie-
niem, na ile to starzenie sie jest procesem od-
wracalnym i co jest jego powodem.
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Pomiary zostaly przeprowadzone na Uni-
wersytecie w Trento, przy uzyciu techniki po-
szerzenia dopplerowskiego, wiagzka pozytonow
o energii regulowanej w zakresic od 50eV do
25keV [5]. Monitorowane byly: parametr S,
charakteryzujacy anihilacje z elektronami wa-
lencyjnymi, zdefiniowany jako stosunek cen-
tralnej cze¢sci piku anihilacyjnego (|511keV —
E,| < 0,85keV) do calkowitej powierzchni pi-
ku (|511keV — E., | < 4,25keV) oraz parametr V,
definiowany jako stosunek powierzchni pod le-
wostronng ciagla czescig widma linii anihilacyj-
nej (anihilacja tréjkwantowa) 100keV < E, <
500keV do powierzchni pod pikiem linii anihi-
lacyjnej |511keV — E,| < 9keV (anihilacja dwu-
kwantowa) i dajacy informacj¢ o czgsci pozyto-
néw, jaka formuje o-Ps. Tworzenie si¢ 0-Ps jest
mozliwe w duzych otwartych objetosciach.

Analiza danych pomiarowych SiC za pomo-
cg pakietu VEPFIT wskazuje na istnienie w im-
plantowanym obszarze silnego pola elektryczne-
go (rzedu 10kV/cm), powodujacego dryf pozy-
tonéw. Wygrzewanie prébek powoduje zwigk-
szenie si¢ stopnia zdefektowania, spowodowane-
go ,odstanianiem” defektéw przez jony P*. Sta-
rzenie sie materialéw dielektrycznych jest spo-
wodowane wypelnianiem pordéw przez powictrze
atmosferyczne i jest procesem odwracalnym po
wygrzaniu probek.
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